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2.

El prescnte invento se refiere a un circuiteo do
disparo Schmitt y, particularmente, a un circuito de disparo
Schmitt que comprende transistores MOS.

La técnica MOS puede presentar problémas en el di-
sefo de un circuito apropiado requerido para conseguir satis-
facer simultinecamente los puntos de disparo "on" y 'off? y
unas caracteristicas de salida requeridas, dado que la accidn
regenerativa propia de los circuitos de disparo Schmitt MOS
provoca una histérisis en la caracteristica de transferencia
de tensidn del circuitoe. Los puntoé de disparo "on" y M"off" en
la caracteristica de transferencia estin determinados por las
ganancias e impedancias'relativas de los transistores MOS,

v en la préctica, un disefioc que tenga puntos de disparo de
entrada satisfactorios, puede tener caracteristicas de salida
no satiséactorias.

Un objetivo del presente invento es obtener, en un
circuito de disparo Schmitt MOS, un control flexible de los
niveles. “on" y."bff" vy una histéresis con una condicidn ‘de
tensidn de salida “baja', que>ésté muy proéxima al potencial -
de tierra.

. Tal circuito es particularmente apropiado en dis=-
positivos MOS de controi que tengan tensiones bajas de umbral
de puerta, concretamente cuando el circuito se utiliza en
entradas légicas intermedias a un ldgico MOS, desde un TTL; .

El pfésente invento describe un circuito de dispéro
Schmitt que comprende dos inversores a transistores MOS que
responden a una sefial de entrada, estando la salida de uno
de los inversores acoplada regenerativamente a otro transis-
tor MOS ﬁue propofcibna una tensién.dé reaiimentacién aplicade

a ambos inversores, y la salida del otro inverosor constituye
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3.

1a saiida del circuito.

El invento tambieﬁ se refiere a un circuito de
disparo Schmitt que comprende un terminal de alimentacidn,
un terminal de referencia, un terminal de entrada de sefial,
un terminal de salida de sermal, un primer transistor MOS,
un segundo transistor MOS y un tercer transistor MOS que
tiene sus terminales de alimentacién (conectados entre dicho
;prminal de alimentacidén y el punto comin entre el segundo
Y el primer transistor MOS) serie conectados entre dicho
terminal de alimentacidn y el terminal de referencia; estando
conectadas las puertas de los transistores MOS primero ¥y
tercero a dicho terminal de alimentacidn, un cuarto transis-
tor MOS que tiene sus terminales de alimentacién conectados

entre dicho terminal de alimentacidn y el punto comGn entre

los transistores MOS segundo y tercero, un quinto y un sexto

transistores MOS que tiehen sus terminales de alimentacidn
serie conectados entre dicho terminal de alimentacidn y el
punto comfin entre los transistores Moé segundo y tercero,
est;ndo coneétadas la puerta del quinto transistor MOS A
dicho terminal de alimentacidn, la puerta del exto tran-
sistor MOS al terminal de entrada de sefial, y el terminal

de salida de sefial al punto com@in entre los transistores

- MOS quinto y sexto.

~Describiremos seguidamente una configuracidn del
invento refiri%ndonos a los dibujos que se acompafian, en los
cuales: N
La-fig.‘l es ei diagrama del circuito de disparo
Schmitt con tramsistor MOS.
- Las figs. 2 y 3 son diagramas bloques y una repre-=

sentacidén de circuito integrado, respectivamente, de un cir-
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cuito de punto de cruce MOS.

El circuito de disparo Schmitt mostrado cmn la
fig. 1 comprende seis transistores MOS de N canales T1 a T6
interconectados, como sc¢ muestra entre el terminal de ali-
mentacidn, tierra, el terminal de entrada IT y.el terminal de
salida OT,

Tl y T2 forman un amplificador de inversién cén
fealimentacién introducida en el electrodo fuente de T2 por
la tensibén desarrollada a través de T3. El valor de esta
tensidn depende de la corriente que pasa por el "segﬁidor
de fuente" T4 de tal manera que esta corriente estid deter-
minada por el grado de gonduccién de T2. La realimentacidn
es positiva, lo que resulta en una histéresis en la caracte-
ristica de transferencia de tensién del circuito. Los puntos
de disparo '"on" y "off", en la caracteristica de fransferencie
estidn determinados por las ganapcias e impedancias relativas
de los cuatro transistores TL a Tk, 'y si la salida se toma
entre T1 y T2, en el punto A, en una éonfiguracién convencio-
ﬁal, podrian resultar unas caracteristicas de salida no sa=- -

tisfactorias debido a que la salida esti incluida en el

bucle de realimentacién a, T4, punto b, T2. . g

El problema se resuelve separando el pﬁnto de saliéa
del bucle de realimentéci6n, por la utilizacibn de un ampli-~
ficador inversor adicional que comprende T5 y T6. La tensién
desarrollada a'través de T3 ée aplica ahora a esta etapa de ’

amplificacién adicional. Las ganancias e impedancias de T5

y T6 pueden ajustarse para cumplir los requerimientos de 1la

- tensidn de salida, habiendo reducido grandemente la influen~

cia en.el funcionamiento de la realimentacidn positiva y, come

consecuencia, en los niveles de disparo de entrada.
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Para describir el funcionamiento del circuito,
supongamos que T2 esté en "on". Si disminuye la tensidn

de entrada en la puerta de T2, T2 sé desconecta, la tensidn

- en a aumenta hacia la tensibdn en a aumenta hacia la tensidn

de alimentacidén, la tensidn én la puerta de T4 sube hasta
hacerle conducir, mientras que la tensidn en b baja hgcia tie
rra. La seiial de entrada quec tambien se aplica a la puerta
ae T6 hace que T6 pase a la condicidn "off" de tal manera
que la tensidn debsalida sube hacia la tensibén de alimenta~
cidn.

Inversamente, con T2 en "off" y con una tensidn
de entrada subiendo, T2 pasa a "on",rla tensién en a cae,
la puerta ‘de T4 disminuye para que T4 pase a "off" y la
tensién en b aumenta. T6 pasa a "on" y la salida apmghta.

) El_circuité mostrado en.la fig. 1 puede utilizarse
para amortiguar la salida de los niveles lbgicos del TTL de
0,8 a 2,4 volts al légico MOS cén la tensidn de umbral de
puerta Vt de 0,7 v ¥ 0,2 v, la teﬁsiéﬁ de alimentacidn dé
+5v, con los transistores que tienen las relaciones W/L.de
T1-0,1; T2+1,0; T3—_2,'0;T4-10.,0; T5-0,2; T6-10,0. .

La facilidad para una integracidén en gran escala

de los dispositivos MOS en un Gnico chip, con la inclusidn

~ de diferentes circuitos de disparo Schmitt como el descrito

utilizando dispositivos de N canéles, encuentfa una aplica-

cién préctica en los chips de puntos de cruce para conmuta~
cién telefdnica integrados Mds, como sustitucidn de los con-
tactog'elebtro-mecénicos. El circuito incorpora dos matrices
kx4 de "contactos" junto con los elementos electrénicos de
control asociados, con cada comjunto chip en un DIP de 2k

terminales y que forma un médulo béAsico para la conmutacidn
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de viés de conversacidn equilibradas, boteniéndose matrices
mhs grandes por'combinacién'de mbédulos.

La fig. 2 muestra un diagrama bloque del circuito,
y la fig. 3 muestra una distribucidén en chip de los componen
tes del mismo. No se muestran los contactos dei chip ni las
pistas entre componentes.

Existen dos conjuntos de 4Xk transistores MOS que
actuan como commutadores de puntos de cruce, estando controla
das las puertas de estos transistores por la distribucidn de -
datos en un regigtro de conversidn esthtico de 16 bits. Las
puertas de los transistores correspondientes en los dos con-
juntos estln conectadas en paralelo. La entrada de datos en
el registro de cgnversién y la conexidn de ias puertas de los
puntos. de cruce al registro de conversidén estén controladas
por entradas de Activacibén ¥y Rebosicién.

.BExisten circuitos de disparo Schmitt ST asociados -
con los controles de activacién‘y reposicidén, el control de -
reloj, el genergdor de impulsos de reioj, y la entrada de .
datos. -

Cuando la activacidén es BAJA, se generan los impul- .
sos de reloj internos ﬂﬁ Yy ¢E pueden entrar los datos y
leerse en el registro de conversidn, los puntos de cruce
se desactivan desde las etapas del registro de conversidn
y quedan en el estado en que estaban cuando la Activacidn
era BAJA.

Cuando. la Activacidén es ALTA, los impulsos ¢(~' no

se genéran (continuan generindose los impulsos ¢i pero no

-afectan al funcionamiento). Como consecuencia, el registro

de conversidn permanece con la distribucidén de datos esté-

tica presente cuando la Activacidm era ALTA. El transistor
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de saiida del registro de conversidn estid desconectado,
esto €8s, la salida 35 es alta (avance externo).

Las puertas del punto de cruce estldn conectadas
a las etapas de registro de conversidn; si una salida de
una etapa An es alta el correspondiente par defconmutadores
de punto de cruce estén conectados.

Cuando la Reposicién es BAJA, la reposicidn no tienc
éfecto sobre el funcionamiento del circuito.

Cuando la reposicidén es ALTA, la entrada de Activa
¢idén aparece alta, esto es, no se generan los impulsos ¢ky
la salida @‘pasa a alta. Todas las etapas del registro de con
versién se reponen a su condicién baja An' alta Bn’ Y ya que
los puntos de cruce estén conectados al registro de conver-
sién, todos los puntos de cruce estén desconectados.‘

Cuando la Reposicidn vuelve a BAJA, la accién de pgh
posicidn no se cancela hasta que la Activacidn subsecuente pa
sa a ALTA.

Los datos se.invierten en lé entrada y la salida,
esto es, una secuencia de unos a la entradh~l;§ﬁaré el fegis-
tro de conversidn con ceros y producird una sec;engia_de unos
a la salida.

Ha de quedar entendido que la anterior descripcidn

de una forma determinada del invento se hace a modo de ejemplc

Y no debe considerarse como limitacidn de su alcance,

El presente invento corresponde a una solicitud
de patente formulada en Gran Bretafia el dia 25 de Septiembre
de 1975, seflalada con el Ne 39281/75 y se acoge, por lo tanto’
a los beneficios que otorgan los convenios internacionales

vigenteg,
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——————————— g NOTA=—=wmmm et e FRUTEOU R
Los puntos dJde invencién propia y nueva que'se pre=—
sentan para que sean objeto de esta patente de veinte
ailos son los siguientes:
l.~ Un circuito de disparo eléctrico gque comprende dos
inversores a transistor MOS que responden a la sefnial de entra-
da estando la salida de uno de dichos inversores acoplada re-
generativamente a otro transistor MOS y proporcionando una
tensién de realimentacidn aplicada a ambos inversores, y la
salida del otro inversor constituye la salida del circuitc.

2.~ Un circuito de disparo eléctrico segin el punto

1, que comprende un terminal de alimentacidén, un terminal de

referencia, un terminal de entrada de senal, un terminal de
salida de sefial, un primer transistor MOS un segundo transise-
tor MOS y un tercer transistor MOS que tiemen sus vias de

consumo conectadas en serie entre el terminal de alimenta-

cidén vy el terminal de referencia estando comnectadas las puexr-

~tas.de los transistores MOS primero y tercero al terminal de

alimentacidén, teniendo un cuarto transistor MOS su via de cou-

sumo conectada entre el terminal de alimentacidn y el punto

comin entre el segundo transistor MOS y el tercer transistor

MOS, estando conectada la puerta de este cuarto transistor
MOS al punto comiin entre -el primer transistor MOS y el se-
gundo, teniendo un quinto y un sexto transistores MOS sus
vias de consumo conectadas en serie entre el terminal d;"
alimentacidn y el punto comin entre el segundo y el tercer
transistores MOS, estando conectada la puerta del quinto
transistor MOS al terminal de alimentacién, la puerta del
sexto transistor MOS al terﬁinal de entrada de sefial, y es~

tando conectado dicho terminal de salida de sefial al punto
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comim entre el quinto terminal MOS y el sexto.

3.~ Un circuito de disparo eléctrico, segin los

puntos 1 é 2 en donde los transistores MOS son de N cana-

les.

L.~ Un circuito de disparo eléctrico seghn los puntos

1 a 3 incluido en un conjunto de conmutacidn por puntos de

cruce M0S, que incluye uno &6 méds de dichos circuitos.

5.~ Un circuito de disparoc eléctrico.

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede

representado en los dibujos que se acompaian y a los finrs

especificados.

Esta memoria consta de nueve hojas escritas por w

sola cara.
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